
JP 2017-120782 A 2017.7.6

(57)【要約】
【課題】構造を単純化することができ、マスク工程数を
低減することができる有機発光表示装置及びその製造方
法を提供する。
【解決手段】有機発光表示装置及びその製造方法は、基
板上に配置される薄膜トランジスタと；その薄膜トラン
ジスタと接続される発光素子と；発光素子のアノード電
極及びカソード電極のいずれか一つと接続される補助上
部電極と；補助上部電極と接続される補助下部電極とを
含み、補助下部電極は基板のトレンチ内に埋め込まれる
ことにより、構造安全性を確保することができる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のトレンチを有する基板と；
　前記基板上に配置される薄膜トランジスタと；
　前記薄膜トランジスタと接続される発光素子と；
　前記発光素子のアノード電極及びカソード電極のいずれか一つと接続される補助上部電
極と；
　前記トレンチ内に埋め込まれ、前記補助上部電極と接続される補助下部電極とを含む、
有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記薄膜トランジスタと重畳する領域に配置され、前記トレンチ内に埋め込まれる遮光
層と；
　前記遮光層と前記薄膜トランジスタの間に順次積層される第１バッファー膜、耐熱バッ
ファー層及び第２バッファー膜とをさらに含む、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記耐熱バッファー層は、第１及び第２バッファー膜より誘電率が低い有機膜素材で形
成される、請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記補助下部電極上部に位置する信号リンクと、
　前記信号リンクと接続される信号パッドとをさらに含み、
　前記補助下部電極と前記信号リンクの間には前記第１バッファー膜、前記耐熱バッファ
ー層及び前記第２バッファー膜が順次積層され、
　前記信号パッドは、
　前記トレンチ内に埋め込まれるパッド下部電極と；
　前記第１バッファー膜及び層間絶縁膜を貫通するパッドコンタクトホールを通じて露出
する前記パッド下部電極と接続されるパッド上部電極とを含む、請求項３に記載の有機発
光表示装置。
【請求項５】
　前記トレンチ内に埋め込まれるか前記基板上に配置されるアラインキーをさらに含む、
請求項４に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　補助下部電極が埋め込まれた多数のトレンチを有する基板を用意する段階と；
　前記補助下部電極が形成された基板上に薄膜トランジスタを形成する段階と；
　前記薄膜トランジスタと接続されるアノード電極及び前記補助下部電極と接続される補
助上部電極を形成する段階と；
　前記アノード電極上に有機発光層を形成する段階と；
　前記有機発光層上にカソード電極を形成する段階とを含む、有機発光表示装置の製造方
法。
【請求項７】
　前記補助下部電極が埋め込まれた多数のトレンチを有する基板を用意する段階は、
　前記基板上にフォトレジストパターンを形成する段階と；
　前記フォトレジストパターンを用いる前記基板の食刻工程によって前記多数のトレンチ
を形成する段階と；
　前記フォトレジストパターンが残存する基板の全面上にシード金属を蒸着する段階と；
　前記フォトレジストパターン及び前記フォトレジストパターン上のシード金属を除去す
る段階と；
　前記シード金属を成長させることで、前記トレンチ内に埋め込まれる前記補助下部電極
及びアラインキーを形成する段階とを含む、請求項６に記載の有機発光表示装置の製造方
法。
【請求項８】
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　前記補助下部電極が埋め込まれた多数のトレンチを有する基板を用意する段階は、
　前記基板上に不透明金属層を形成し、その不透明金属層上に多段フォトレジストパター
ンを形成する段階と；
　前記多段フォトレジストパターンを用いる前記基板及び前記不透明金属層の食刻工程で
前記多数のトレンチを形成する段階と；
　前記多段フォトレジストパターンをアッシングする段階と；
　前記アッシングされたフォトレジストパターンを用いる前記不透明金属層の食刻工程で
アラインキーを形成する段階と；
　前記アラインキーが形成された基板のトレンチ内に埋め込まれる前記補助下部電極を形
成する段階とを含む、請求項６に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記薄膜トランジスタと重畳する領域に配置され、前記トレンチ内に埋め込まれる遮光
層を前記補助下部電極と同時に形成する段階と；
　前記遮光層、前記補助下部電極及びアラインキーが形成された基板上に第１バッファー
膜を形成する段階と；
　前記第１バッファー膜上に前記遮光層と重畳する耐熱バッファー層、第２バッファー膜
及び前記薄膜トランジスタの半導体層を形成すると同時に前記補助下部電極と重畳する耐
熱バッファー層及び第２バッファー膜を形成する段階と；
　前記薄膜トランジスタの半導体層上にゲート絶縁パターン及び薄膜トランジスタのゲー
ト電極を形成する段階と；
　前記薄膜トランジスタのゲート電極上に層間絶縁膜を形成する段階と；
　前記層間絶縁膜上に前記薄膜トランジスタのソース及びドレイン電極と信号リンクを形
成する段階とをさらに含む、請求項７又は８に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機発光表示装置及びその製造方法に係り、より詳しくは構造を単純化するこ
とができ、マスク工程数を低減することができる有機発光表示装置及びその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　多様な情報を画面として具現する映像表示装置は情報通信時代の核心技術で、より薄く
て軽いし、携帯可能及び高性能の方向に発展している。それで、陰極線管（ＣＲＴ）の欠
点である重さ及び嵩を減らすことができるフラットパネル表示装置として、有機発光層の
発光量を制御して映像を表示する有機発光表示装置などが脚光を浴びている。この有機発
光表示装置（ＯＬＥＤ）は自発光素子で、消費電力が低く、高速の応答速度、高い発光効
率、高い輝度及び広視野角を有する。
【０００３】
　このような有機発光表示装置を製造するためには、フォトマスクを用いるマスク工程が
多数回遂行される。各マスク工程は、洗浄、露光、現像及び食刻などの部属工程を伴う。
したがって、一回のマスク工程が追加される都度、有機発光表示装置を製造するための製
造時間及び製造コストが増加し、不良発生率が増加して製造収率が低くなる問題点がある
。よって、生産コストを節減し、生産収率及び生産効率を改善するために構造を単純化し
、マスク工程数を減らすための方案が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は前記問題点を解決するためのもので、本発明の目的は構造を単純化することが
でき、マスク工程数を低減することができる有機発光表示装置及びその製造方法を提供す
ることである。



(4) JP 2017-120782 A 2017.7.6

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するために、本発明による有機発光表示装置は、基板上に配置される薄
膜トランジスタと；薄膜トランジスタと接続される発光素子と；発光素子のアノード電極
及びカソード電極のいずれか一つと接続される補助上部電極と；補助上部電極と接続され
る補助下部電極とを含み、補助下部電極は基板のトレンチ内に埋め込まれることによって
構造安定性を確保することができる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明では、遮光層と、補助下部電極を単一マスク工程で形成し、酸化物半導体層、耐
熱バッファー層及び第２バッファー膜を単一マスク工程で形成する。したがって、本発明
による有機発光表示装置は従来に比べて少なくともすべてで２回のマスク工程数を低減す
ることができ、生産性を向上させることができ、コストを節減することができる。
【０００７】
　また、本発明では、補助下部電極が基板のトレンチ内に埋め込まれ、基板上に耐熱バッ
ファー層が配置されるので、耐熱バッファー層による補助下部電極を含む信号ラインの浸
食不良を防止することができ、構造安定性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明による有機発光表示装置の第１実施例を示す断面図である。
【０００９】
【図２】本発明による有機発光表示装置の第２実施例を示す断面図である。
【００１０】
【図３ａ－ｄ】図１に示した遮光層、補助下部電極、パッド下部電極及びアラインキーと
、トレンチの製造方法を説明するための断面図である。
【００１１】
【図４ａ－ｅ】図２に示した遮光層、補助下部電極、パッド下部電極及びアラインキーと
、トレンチの製造方法を説明するための断面図である。
【００１２】
【図５】基板上に表面処理を実施しなかった比較例と基板上に表面処理を実施した実施例
を比較した図である。
【００１３】
【図６ａ－ｈ】図１に示した有機発光表示装置の製造方法を説明するための断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面に基づいて本発明による実施例を詳細に説明する。
【００１５】
　図１は本発明による有機発光表示装置の断面図である。
【００１６】
　図１に示したように、本発明による有機発光表示装置は、スイッチング薄膜トランジス
タ（図示せず）、駆動薄膜トランジスタ１００、有機発光ダイオード１３０、ストレージ
キャパシタ１４０、補助電極１６０、信号パッド１５０及びアラインキー１７０を含む。
【００１７】
　駆動薄膜トランジスタ１００は、ゲート電極１０６、ソース電極１０８、ドレイン電極
１１０及び酸化物半導体層１０４を含む。一方、スイッチング薄膜トランジスタは駆動薄
膜トランジスタ１１０と同一の構造に形成されるので、駆動薄膜トランジスタ１００と同
一の構成要素を含む。
【００１８】
　ゲート電極１０６はそのゲート電極１０６と同一パターンのゲート絶縁パターン１１２
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上に形成される。このゲート電極１０６はゲート絶縁パターン１１２を挟んで酸化物半導
体層１０４と重畳する。このようなゲート電極１０６は、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオ
ジム（Ｎｄ）及び銅（Ｃｕ）のいずれか一種又はこれらの合金でなる単一層又は多重層で
あってもよいが、これに限定されない。
【００１９】
　ソース電極１０８は層間絶縁膜１１６を貫通するソースコンタクトホール１２４Ｓを介
して酸化物半導体層１０４と接続される。ドレイン電極１１０は層間絶縁膜１１６を貫通
するドレインコンタクトホール１２４Ｄを介して酸化物半導体層１０４と接続される。ま
た、ドレイン電極１１０は保護膜１１８及び平坦化層１４８を貫通するように形成された
画素コンタクトホール１２０を介してアノード電極１３２と接続される。
【００２０】
　このようなソース電極１０８及びドレイン電極１１０は、透明導電層１７２ａと、その
透明導電層１７２ａ上に形成される不透明導電層１７２ｂとを含んでなる。透明導電層１
７２ａはＩＴＯなどの透明導電性物質でなり、不透明導電層１７２ｂは、モリブデン（Ｍ
ｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル
（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）及び銅（Ｃｕ）のいずれか一種又はこれらの合金でなる単一
層又は多重層であってもよいが、これに限定されない。
【００２１】
　酸化物半導体層１０４はゲート絶縁パターン１１２上にゲート電極１０６と重畳するよ
うに形成されて、第１ソース及び第１ドレイン電極１０８、１１０の間にチャネルを形成
する。この酸化物半導体層１０４は、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｈｆ及びＺｒから
選択された少なくとも一種以上の金属を含む酸化物で形成される。このような酸化物半導
体層１０４と遮光層１０２の間、かつ信号リンク１７４と補助下部電極１６２の間には第
１バッファー膜１２６、耐熱バッファー層１２２及び第２バッファー膜１２８が順次積層
されることで、素子の安定性を効果的に確保することができる。ここで、耐熱バッファー
層１２２及び第２バッファー膜１２８は同じパターンで形成される。
【００２２】
　耐熱バッファー層１２２は、第１及び第２バッファー膜１２６、１２８に比べて誘電率
が低い有機膜素材、例えばアクリル樹脂で形成される。このような耐熱バッファー層１２
２はスイッチング及び駆動薄膜トランジスタ１００の酸化物半導体層１０４の下部に形成
される。また、耐熱バッファー層１２２は、ゲートライン、データライン及び電源ライン
の少なくとも一つの信号ラインと信号パッド１５０の間を連結する信号リンク１７４の下
部に形成される。なお、耐熱バッファー層１２２は信号ラインとその信号ラインと交差（
重畳）する補助下部電極１６２との間にも形成される。これにより、信号ライン及び信号
リンクのそれぞれと、基板１０１のトレンチ１０１に埋め込まれた補助下部電極１６２と
の間、かつスイッチング及び駆動薄膜トランジスタ１００の各電極と遮光層１０２との間
の寄生キャパシタの容量値は耐熱バッファー層１２２の誘電率に比例して減少する。した
がって、信号ライン及び信号リンクのそれぞれと基板１０１のトレンチ１０１に埋め込ま
れた補助下部電極１６２との間の信号干渉、及びスイッチング及び駆動薄膜トランジスタ
１００の各電極と補助下部電極１６２と連結された遮光層１０２との間の信号干渉を最小
化することができる。
【００２３】
　第２バッファー膜１２８は耐熱バッファー層１２２と同一のパターンで耐熱バッファー
層１２２上に形成されて、有機膜素材の耐熱バッファー層１２２で発生するガス（ｆｕｍ
ｅ）を遮断するので、そのガスによる薄膜トランジスタ１００の劣化などを防止すること
ができる。このような第２バッファー膜１２８は第１バッファー膜１２６と同様にＳｉＮ
ｘ又はＳｉＯｘで形成される。
【００２４】
　酸化物半導体層１０４と重畳する遮光層１０２は基板１０１のトレンチ内に埋め込まれ
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る。この遮光層１０２は外部から入射する光を吸収するかあるいは反射するので、酸化物
半導体層１０４に入射する光を最小化することができる。このような遮光層１０２は、Ｍ
ｏ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｗ、Ｔａ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｚｎのような
不透明金属で形成される。
【００２５】
　ストレージキャパシタ１４０は層間絶縁膜１１６を挟んで重畳するストレージ下部電極
１４２とストレージ上部電極１４４を含む。この際、ストレージ下部電極１４２はゲート
電極１０６と同一層であるゲート絶縁パターン１１２上に、ゲート電極１０６と同一の素
材で形成される。ストレージ上部電極１４４はソース電極１０８と同一層である層間絶縁
膜１１６上にソース電極１０８と同一の素材で形成される。
【００２６】
　発光ダイオードなどの発光素子１３０は、薄膜トランジスタ１００のドレイン電極１１
０と接続されたアノード電極１３２と、アノード電極１３２上に形成される有機発光層１
３４と、有機発光層１３４上に形成されたカソード電極１３６とを含む。
【００２７】
　アノード電極１３２は、保護膜１１８及び平坦化層１４８を貫通する画素コンタクトホ
ール１２０を通じて露出するドレイン電極１１０と接続される。一方、アノード電極１３
２は上面発光型有機発光表示装置の場合、インジウム－スズ－オキシド（ＩＴＯ）又はイ
ンジウム－ジンク－オキシド（ＩＺＯ）のような透明導電層と、アルミニウム（Ａｌ）、
銀（Ａｇ）、ＡＰＣ（Ａｇ；Ｐｂ；Ｃｕ）などを含む金属層が積層された構造に形成され
る。
【００２８】
　有機発光層１３４はバンク１３８によって形成された発光領域のアノード電極１３２上
に形成される。有機発光層１３４はアノード電極１３２上に正孔関連層、発光層、電子関
連層の順に又はその逆順に積層されて形成される。
【００２９】
　バンク１３８は、有機発光層１３４と接触する内側面と、アノード電極１３２の側面を
覆うようにアノード電極１３２の側面に沿って配置される外側面とを有する。よって、バ
ンク１３８は発光領域を除いたアノード電極１３２の縁部に沿ってアノード電極１３２の
側面を覆うように形成されるので、発光領域が開放された島（ｉｓｌａｎｄ）の形状を有
する。このようなバンク１３８は隣接したサブ画素間の光干渉を防止するように不透明素
材（例えば、ブラック材料）で形成されることもできる。この場合、バンク１３８は、カ
ラー顔料、有機ブラック及びカーボンの少なくとも一種からなる遮光材を含む。
【００３０】
　カソード電極１３６は有機発光層１３４を挟んでアノード電極１３２と対向するように
有機発光層１３４及びバンク１３８の上面及び側面上に形成される。このカソード電極１
３６は、前面発光型有機発光表示装置の場合、透明伝導性酸化膜（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎ
ｔ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｏｘｉｄｅ；ＴＣＯ）で形成される。
【００３１】
　このような有機発光表示装置が大面積化するにつれて増加するカソード電極１３６の抵
抗成分を減少させるため、補助電極１６０が形成される。補助電極１６０は、補助下部電
極１６２、補助中間電極１６４及び補助上部電極１６６を含む。
【００３２】
　補助下部電極１６２は基板１０１のトレンチ１０１ａ内に埋め込まれ、遮光層１０２と
同一の素材で形成される。補助下部電極１６２がこのような基板１０１のトレンチ１０１
内に埋め込まれて、信号干渉を遮断する耐熱バッファー層（厚膜）の下側に形成されるの
で、従来の厚膜である有機膜上に形成される補助下部電極に比べて浸食などの工程不良を
防止することができ、構造安定性を確保することができる。
【００３３】
　補助中間電極１６４は第１バッファー膜１２６及び層間絶縁膜１１６を貫通する第１補
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助コンタクトホール１６８ａを通じて露出する補助下部電極１６２と電気的に接続される
。この補助中間電極１６４は、透明導電層１７２ａと、その透明導電層１７２ａ上に形成
される不透明導電層１７２ｂとからなる。
【００３４】
　補助上部電極１６６は保護膜１１８及び平坦化層１４８を貫通する第２補助コンタクト
ホール１６８ｂを通じて露出する補助中間電極１６４と電気的に接続される。この補助上
部電極１６６はアノード電極１３２と同一の素材で同一平面上に形成される。
【００３５】
　補助上部電極１６６上に形成される隔壁１４６は下面から上面に行くほど幅が次第に増
加する逆テーパー形に形成される。このような隔壁１４６により、直進性を持って成膜さ
れる有機発光層１３４は隔壁１４６の上面及びバンク１３８によって露出する発光領域に
位置するアノード電極１３２の上面上にのみ形成される。一方、有機発光層１３４よりス
テップカバレージが良いカソード電極１３６は隔壁１４６及びバンク１３８の側面にも形
成されるので、補助上部電極１６６との接触が容易である。一方、補助上部電極１６２が
カソード電極１３６と接続されるものを例として説明したが、その外にも補助上部電極１
６２はアノード電極１３２とも接続されることができる。
【００３６】
　信号パッド１５０は、信号リンク１７４を介して、ゲートライン、データライン及び電
源ラインの少なくとも一つの信号ラインと接続される。この信号パッド１５０はパッド下
部電極１５２及びパッド上部電極１５４を含む。
【００３７】
　パッド下部電極１５２は遮光層１０２と同一の素材でなり、基板１０１に形成されたト
レンチ１０１ａ内に埋め込まれる。パッド上部電極１５４はバッファー膜１２６及び層間
絶縁膜１１６を貫通するパッドコンタクトホール１５６を通じて露出するパッド下部電極
１５２と電気的に接続される。このパッド上部電極１５４は透明導電層１７２ａで形成さ
れる。このようなパッド上部電極１５４は第１保護膜１１８を貫通するパッドホール１５
８を介して外部に露出する。
【００３８】
　アラインキー１７０は、基板１０１上に薄膜層を形成するときに用いられる製造装置（
例えばフォトマスク、シャドウマスクなど）と基板１０１の間の位置を整列する基準とな
る。このようなアラインキー１７０は、図１に示したように、遮光層１０２、補助下部電
極１６２、パッド下部電極１５２と一緒に基板１０１のトレンチ１０１ａ内に埋め込まれ
るか、図２に示したように、遮光層１０２、補助下部電極１６２、パッド下部電極１５２
がトレンチ１０１内に埋め込まれた基板１０１上に形成される。
【００３９】
　図１に示したアラインキー１７０は、図３ａ～図３ｄに示したように、電解メッキ法又
は無電解メッキ法で形成される。具体的に、図３ａに示したように、基板１０１上にフォ
トリソグラフィー工程でフォトレジストパターン１８２を形成した後、そのフォトレジス
トパターン１８２をマスクとして用いる食刻工程で基板１０１をパターニングすることに
より、基板１０１に多数のトレンチ１０１ａが形成される。その後、図３ｂに示したよう
に、フォトレジストパターン１８２が残存する基板１０１上にシード（Ｓｅｅｄ）金属１
８４を常温で蒸着する。ここで、シード金属１８４は低抵抗金属である銀（Ａｇ）、金（
Ａｕ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、スズ（Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）などが用いられる
。その後、図３ｃに示したように、フォトレジストパターン１８２をストリップ（ｓｔｒ
ｉｐ）することにより、フォトレジストパターン１８２とそのフォトレジストパターン１
８２上のシード金属１８４が除去される。その後、トレンチ１０１ａ内に残存するシード
金属１８４が成長することにより、図３ｄに示したように、トレンチ１０１ａ内に遮光層
１０２、補助下部電極１６２、パッド下部電極１５２及びアラインキー１７０が同時に形
成される。一方、電解メッキ法又は無電解メッキ法によってシード金属（Ｃｕ）で形成さ
れる遮光層１０２、補助下部電極１６２、パッド下部電極１５２及びアラインキー１７０
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は蒸着工程によって銅（Ｃｕ）で形成される薄膜層と同等な水準の比抵抗特性を有する。
【００４０】
　図２に示したアラインキー１７０は、図４ａ～図４ｄに示したように、多段フォトレジ
ストパターン１８６によって形成される。具体的に、図４ａに示したように、基板１０１
の全面上に不透明金属層１７０ａが蒸着された後、その不透明金属層１７０ａ上にハーフ
トーンマスクを用いるフォトリソグラフィー工程によって不透明金属層１７０ａ上に多段
フォトレジストパターン１８６が形成される。多段フォトレジストパターン１８６は、第
１厚さを有する第１フォトレジストパターン１８６ａと、第１厚さより厚い第２厚さを有
する第２フォトレジストパターン１８６ｂとを含む。このような多段フォトレジストパタ
ーン１８６をマスクとして用いる食刻工程で不透明金属層１７０ａ及び基板１０１を食刻
することにより、図４ｂに示したように、多段フォトレジストパターン１８６と基板１０
１の間に位置する不透明金属層１７０ａが残存することになり、基板１０１にトレンチ１
０１ａが形成される。
【００４１】
　その後、多段フォトレジストパターン１８６をアッシングすることにより、第２フォト
レジストパターン１８６ｂは厚さが薄くなり、第１フォトレジストパターン１８６ａは除
去される。厚さが薄くなった第２フォトレジストパターン１８６ｂをマスクとして不透明
金属層１７０ａを食刻することにより、図４ｃに示したように、第２フォトレジストパタ
ーン１８６ｂの下側に位置する不透明金属層１７０ａを除いた残りの不透明金属層１７０
ａは除去され、第２フォトレジストパターン１８６ｂの下側に位置する不透明金属層１７
０ａは残存してアラインキー１７０となる。アラインキー１７０上に残存するフォトレジ
ストパターン１８６ｂは、図４ｄに示したように、ストリップ工程によって除去される。
アラインキー１７０の形成後、トレンチ１０１ａが形成された基板１０１上に不透明金属
層を蒸着した後、フォトリソグラフィー工程及び食刻工程で不透明金属層をパターニング
することにより、図４ｅに示したように、トレンチ１０１ａ内に遮光層１０２、補助下部
電極１６２及びパッド下部電極１５２が同時に形成される。
【００４２】
　一方、基板１０１にトレンチ１０１ａを形成するためには、フォトレジストパターン１
８２をマスクとして用いる食刻工程が必要である。しかし、基板１０１とフォトレジスト
パターン１８２の間の接着力が良くない比較例の場合、図５に示したように、基板１０１
とフォトレジストパターン１８２の間に食刻液が浸透することになる。したがって、基板
１０１の側面とフォトレジストパターン１８２の間には第１幅（Ｄ１）だけのアンダーカ
ットが発生する。隣接したトレンチ１０１ａの間に位置する基板１０１の幅が小さくなっ
て、トレンチ１０１ａ内に埋め込まれた電極の間に電気的短絡が発生することができ、ト
レンチ１０１ａ内に埋め込まれる電極のテールが長くなって高解像度の適用が難しくなる
。
【００４３】
　一方、本発明の実施例では、基板１０１上にフォトレジストを塗布する前に基板１０１
上にＨＭＤＳ（Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌａｚａｎｅ、ヘキサメチルジシラザン）
を塗布して表面処理を行う。このＨＭＤＳは基板１０１とフォトレジストの間の接着力を
向上させるので、基板１０１の食刻の際、基板１０１とフォトレジストパターン１８２の
間に食刻液が浸透することを防止することができる。よって、基板１０１の側面とフォト
レジストパターン１８２の間には比較例より小さな第２幅（Ｄ２）だけのアンダーカット
が発生する。隣接したトレンチ１０１ａの間に位置する基板１０１の幅が比較例より広く
なることにより、トレンチ１０１ａ内に埋め込まれる電極間の電気的短絡を防止すること
ができ、トレンチ１０１ａ内に埋め込まれる電極のテールが短くなって高解像度の適用が
容易である。
【００４４】
　図６ａ～図６ｈは図１に示した有機発光表示装置の製造方法を説明するための断面図で
ある。一方、図２に示した有機発光表示装置の製造方法は第１バッファー膜１２６の形成
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から図１に示した有機発光表示装置の製造方法と同様であるので、図２に示した有機発光
表示装置の製造方法の説明は省略する。
【００４５】
　図６ａを参照すると、図３ａ～図３ｄに基づいて前述したように、基板１０１に多数の
トレンチ１０１ａが形成され、そのトレンチ１０１ａ内に遮光層１０２、補助下部電極１
６２、パッド下部電極１５２及びアラインキー１７０が埋め込まれる。
【００４６】
　図６ｂを参照すると、トレンチ１０１ａ内に遮光層１０２、補助下部電極１６２、パッ
ド下部電極１５２及びアラインキー１７０が形成された基板１０１上に第１バッファー膜
１２６が形成され、その第１バッファー膜１２６上に耐熱バッファー層１２２、第２バッ
ファー膜１２８及び酸化物半導体層１０４が形成される。
【００４７】
　具体的に、トレンチ１０１ａ内に遮光層１０２、補助下部電極１６２、パッド下部電極
１５２及びアラインキー１７０が形成された基板１０１上に蒸着方法によって第１バッフ
ァー膜１２６、耐熱バッファー層１２２、第２バッファー膜１２８及び酸化物半導体層１
０４が形成される。その後、ハーフトーンマスクを用いるフォトリソグラフィー工程と食
刻工程によって耐熱バッファー層１２２、第２バッファー膜１２８及び酸化物半導体層１
０４を選択的に食刻する。したがって、遮光層１０２と重畳する領域には同じパターンの
耐熱バッファー層１２２、第２バッファー膜１２８及び酸化物半導体層１０４が順次積層
された構造に形成され、補助下部電極１６２と重畳する領域には同じパターンの耐熱バッ
ファー層１２２及び第２バッファー膜１２８が順次積層された構造に形成される。
【００４８】
　このように、耐熱バッファー層１２２及び第２バッファー膜１２８が酸化物半導体層１
０４と同一のマスク工程で形成される。この場合、第２バッファー膜１２８及び酸化物半
導体層１０４とは食刻特性の異なる耐熱バッファー層１２２が下部に配置されるので、食
刻工程後のアンダーカット発生などの工程不良を防止することができ、工程安定性を確保
することができる。
【００４９】
　図６ｃを参照すると、耐熱バッファー層１２２、第２バッファー膜１２８及び酸化物半
導体層１０４が形成された基板１０１上にゲート絶縁パターン１１２、ストレージ下部電
極１４２及びゲート電極１０６が形成される。
【００５０】
　具体的に、耐熱バッファー層１２２、第２バッファー膜１２８及び酸化物半導体層１０
４が形成された基板１０１上にゲート絶縁膜が形成され、その上にスパッタリングなどの
蒸着方法でゲート金属層が形成される。ゲート絶縁膜としては、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘなど
の無機絶縁物質が使われる。ゲート金属層としては、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｕ、ＡｌＮｄ、Ａｌ
、Ｃｒ又はこれらの合金のように金属物質が単一層に形成されるかあるいはこれを用いて
多層構造に形成される。その後、フォトリソグラフィー工程及び食刻工程でゲート金属層
及びゲート絶縁膜を同時にパターニングすることにより、ゲート電極１０６及びストレー
ジ下部電極１４２のそれぞれとゲート絶縁パターン１１２が同じパターンで形成される。
【００５１】
　図６ｄを参照すると、ゲート電極１０６及びストレージ下部電極１４２が形成された基
板１０１上にソース及びドレインコンタクトホール１２４Ｓ、１２４Ｄ、第１パッドコン
タクトホール１５６及び第１補助コンタクトホール１６８ａを有する層間絶縁膜１１６が
形成される。
【００５２】
　具体的に、ゲート電極１０６及びストレージ下部電極１４２が形成された基板１０１上
にＰＥＣＶＤなどの蒸着方法で層間絶縁膜１１６が形成される。その後、フォトリソグラ
フィー工程及び食刻工程で層間絶縁膜１１６及び第１バッファー膜１２６がパターニング
されることによってソース及びドレインコンタクトホール１２４Ｓ、１２４Ｄ、パッドコ
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ンタクトホール１５６及び第１補助コンタクトホール１６８ａが形成される。
【００５３】
　図６ｅを参照すると、ソース及びドレインコンタクトホール１２４Ｓ、１２４Ｄ、パッ
ドコンタクトホール１５６及び第１補助コンタクトホール１６８ａを有する層間絶縁膜１
１６上にソース電極１０８、ドレイン電極１１０、ストレージ上部電極１４４及びパッド
上部電極１５４が形成される。
【００５４】
　具体的に、ソース及びドレインコンタクトホール１２４Ｓ、１２４Ｄ、パッドコンタク
トホール１５６及び第１補助コンタクトホール１６８ａを有する層間絶縁膜１１６上にス
パッタリングなどの蒸着方法で透明導電層１７２ａ及び不透明導電層１７４が順次蒸着さ
れる。その後、ハーフトーンマスクを用いるフォトリソグラフィー工程及び食刻工程で透
明導電層１７２ａ及び不透明導電層１７４がパターニングされることによってソース電極
１０８、ドレイン電極１１０、ストレージ上部電極１４４及びパッド上部電極１５４が形
成される。この際、ソース電極１０８、ドレイン電極１１０及びストレージ上部電極１４
４は透明導電層１７２ａ及び不透明導電層１７４が積層された構造に形成され、パッド上
部電極１５４は耐食性及び耐酸性の強い透明導電層１７２ａで形成される。
【００５５】
　図６ｆを参照すると、ソース電極１０８、ドレイン電極１１０、ストレージ上部電極１
４４及びパッド上部電極１５４が形成された層間絶縁膜１１６上に画素コンタクトホール
１２０及び第２補助コンタクトホール１６８ｂを有する保護膜１１８及び平坦化層１４８
が形成される。
【００５６】
　具体的に、ソース電極１０８、ドレイン電極１１０、ストレージ上部電極１４４及びパ
ッド上部電極１５４が形成された層間絶縁膜１１６上に保護膜１１８及び平坦化層１４８
が順次形成される。保護膜１１８としては、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘなどの無機絶縁物質が使
われ、平坦化層１４８としては、フォトアクリルなどの有機絶縁物質が使われる。その後
、ハーフトーンマスクを用いるフォトリソグラフィー工程及び食刻工程で保護膜１１８及
び平坦化層１４８を選択的に食刻することによって画素コンタクトホール１２０及び第２
補助コンタクトホール１６８ｂが形成される。画素コンタクトホール１２０は保護膜１１
８及び平坦化層１４８を貫通するように形成されてドレイン電極１１０を露出させ、第２
補助コンタクトホール１６８ｂは保護膜１１８及び平坦化層１４８を貫通するように形成
されて補助中間電極１６４を露出させる。そして、平坦化層１４８が信号パッド１５０の
上部で選択的に除去されることにより、信号パッド１５０上部には保護膜１１８が露出す
る。
【００５７】
　図６ｇを参照すると、画素コンタクトホール１２０及び第２補助コンタクトホール１６
８ｂを有する保護膜１１８及び平坦化層１４８が形成された基板１０１上にアノード電極
１３２、バンク１３８及びパッドホール１５８が形成される。
【００５８】
　具体的に、オーバーコート層１２６が形成された基板１０１の全面に不透明導電膜及び
バンク用感光膜が塗布される。その後、ハーフトーンマスクを用いるフォトリソグラフィ
ー工程及び食刻工程でバンク用感光膜及び不透明導電膜と保護膜１１８がパターニングさ
れることによってアノード電極１３２、バンク１３８及びパッドホール１５８が形成され
る。
【００５９】
　図６ｈを参照すると、アノード電極１３２、バンク１３８及びパッドホール１５８が形
成された基板１０１上に隔壁１４６、有機発光層１３４及びカソード電極１３６が順次形
成される。
【００６０】
　具体的に、アノード電極１３２、バンク１３８及びパッドホール１５８が形成された基
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板１０１上に隔壁用感光膜が塗布された後、フォトリソグラフィー工程でパターニングさ
れることによって逆テーパー形の隔壁１４６が形成される。その後、有機発光層１３４が
バンク１３８によって露出する発光領域に形成され、有機発光層１３４が形成された基板
１０１上にカソード電極１３６が形成される。
【００６１】
　このように、本発明による有機発光表示装置は、遮光層１０２と補助下部電極１６２を
単一マスク工程で形成し、酸化物半導体層１０４、耐熱バッファー層１２２及び第２バッ
ファー膜１２８を単一マスク工程で形成する。これにより、本発明による有機発光表示装
置は従来に比べて少なくとも合わせて２回のマスク工程数を低減することができ、生産性
を向上させることができ、コストを節減することができる。
【００６２】
　一方、本発明では駆動薄膜トランジスタ１００の半導体層１０４が酸化物で形成された
場合を例として説明したが、その外にも駆動薄膜トランジスタ１００の半導体層１０４が
多結晶シリコンで形成されることもできる。
【００６３】
　以上の説明は本発明を例示的に説明したものに過ぎなく、本発明が属する技術分野で通
常の知識を持った者によって本発明の技術的思想から逸脱しない範疇内で多様な変形が可
能であろう。したがって、本発明の明細書に開示された実施例は本発明を限定するもので
はない。本発明の範囲は添付の特許請求範囲によって解釈されなければならなく、それと
均等な範囲内にある全ての技術も本発明の範囲に含まれるものに解釈しなければならない
であろう。
【符号の説明】
【００６４】
　１３２　　アノード電極
　１３４　　発光層
　１３６　　カソード電極
　１３８　　バンク
　１２２　　耐熱バッファー層
　１６２　　補助下部電極
　１６４　　補助中間電極
　１６６　　補助上部電極
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【図６ｇ】

【図６ｈ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月17日(2017.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
【図４ａ－ｄ】図２に示した遮光層、補助下部電極、パッド下部電極及びアラインキーと
、トレンチの製造方法を説明するための断面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　その後、多段フォトレジストパターン１８６をアッシングすることにより、第２フォト
レジストパターン１８６ｂは厚さが薄くなり、第１フォトレジストパターン１８６ａは除
去される。厚さが薄くなった第２フォトレジストパターン１８６ｂをマスクとして不透明
金属層１７０ａを食刻することにより、図４ｃに示したように、第２フォトレジストパタ
ーン１８６ｂの下側に位置する不透明金属層１７０ａを除いた残りの不透明金属層１７０
ａは除去され、第２フォトレジストパターン１８６ｂの下側に位置する不透明金属層１７
０ａは残存してアラインキー１７０となる。アラインキー１７０上に残存するフォトレジ
ストパターン１８６ｂは、図４ｄに示したように、ストリップ工程によって除去される。
アラインキー１７０の形成後、トレンチ１０１ａが形成された基板１０１上に不透明金属
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層を蒸着した後、フォトリソグラフィー工程及び食刻工程で不透明金属層をパターニング
することにより、トレンチ１０１ａ内に遮光層１０２、補助下部電極１６２及びパッド下
部電極１５２が同時に形成される。
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